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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エレクトロルミネッセンス画面を有する電子表
示装置と表示装置の製造方法。
【解決手段】装置１は、基板に対して一方の電極３が近
接し、他方の電極４が近接していない２つの電極の中間
にある有機発光構造体５で構成されている画素のマトリ
クスで覆われている基板２を備え、電気絶縁性樹脂７が
画素の近接電極間で基板を覆い、各近接電極の周辺エッ
ジ３ａへ延在している。各画素は、各画素の放出面積を
最大化し、各画素の近接電極と非近接電極との間に形成
された光学的空洞の厚さを変化させるように、光に対し
透明性又は半透明性であり、近接電極と同一又は実質的
に同一である仕事関数を有する金属材料に基づき、樹脂
の表面に傾斜し、エッジと向かい合って近接電極から非
近接電極へ向かって延在する、少なくとも１つの補助電
極８を組み込む。補助電極は、跳ね返りによって生成さ
れる近接電極の材料をドライエッチングすることによっ
て樹脂上に注入される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロルミネッセンス放出面と、前記放出面の内部に向かって、基板に対して一方
の電極（３）が近接し、他方の電極（４）が近接していない２つの電極の中間にあり、か
つ、２つの電極と電気的に接触している有機発光構造体（５）で各画素が構成されている
画素のマトリクスで覆われている基板（２）とを備え、電気絶縁性樹脂（７）が前記画素
のそれぞれの近接電極間で前記基板を覆い、さらに各近接電極の周辺エッジ（３ａ）へさ
らに延在している電子表示装置（１）であって、
　各画素は、各画素の放出面積を最大化し、各画素の前記近接電極と非近接電極との間に
形成された光学的空洞の厚さを変化させるように、光に対し透明性又は半透明性であり、
前記近接電極と同一又は実質的に同一である仕事関数を有する金属材料に基づき、そして
、樹脂の表面に傾斜し、上記エッジと向かい合って、近接電極から非近接電極の方へ向か
って延在する、少なくとも１つの補助電極（８）を組み込むようにされていることを特徴
とする、電子表示装置（１）。
【請求項２】
　各画素において、前記補助電極（８）は、前記樹脂（７）によって覆われた前記周辺エ
ッジ（３ａ）の周囲全体と向かい合って斜めに延在し、前記エッジから測定された高さ（
Ｈ）が前記エッジの幅の単調増加関数であることを特徴とする、請求項１に記載の装置（
１）。
【請求項３】
　各補助電極（８）は、１ｎｍ～１０ｎｍの厚さを有し、対応する前記近接電極の材料と
同一である金属材料で作られていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の装置（１
）。
【請求項４】
　各近接電極（３）及び対応する前記補助電極（８）の金属材料は、好ましくは、チタン
、モリブデン、タングステン、クロム、ニッケル、銅、及び、金からなる群より選択され
た化学元素からなることを特徴とする、請求項３に記載の装置（１）。
【請求項５】
　各近接電極（３）及び対応する前記補助電極（８）の金属材料は、インジウム・スズ酸
化物のような透明導電性酸化物と、Ｍがチタン、モリブデン、又は、タングステンのよう
な金属であるとして化学式ＭｘＯｙを有する導電性金属酸化物と、Ｍ’がチタンのような
金属であるとして化学式Ｍ’ｘＮｙを有する導電性金属窒化物とからなる群より選択され
た化学化合物からなることを特徴とする、請求項３に記載の装置（１）。
【請求項６】
　多色装置であり、
　各画素は、サブ画素と関連付けられている前記近接電極（３）と前記非近接電極（４）
との中間にあり、これらと電気的に接触している前記有機発光構造体（５）によって形成
された別々に着色されているサブ画素（Ｒ，Ｇ，Ｂ）で構成され、各画素の少なくとも１
つのサブ画素は前記少なくとも１つの補助電極（８）を組み込んでいることを特徴とする
、請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　各画素の各サブ画素（Ｒ，Ｇ，Ｂ）は、前記樹脂（７）によって覆われた前記周辺エッ
ジ（３ａ）の周囲全体と向かい合って延在する前記補助電極（８）を組み込み、
　前記発光構造体（５）及び前記非近接電極（４）は各補助電極の傾斜した外形に沿って
いることを特徴とする、請求項６に記載の装置（１）。
【請求項８】
　前記画素の辺長が５０μｍ未満であり、それぞれのサブ画素（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の上に光学
的カラーフィルタが載せられているマイクロディスプレイを形成し、前記基板（２）は有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を形成する前記発光構造体（５）を有するアクティブマト
リクス基板であることを特徴とする、請求項６又は７に記載の装置（１）。
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【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の表示装置（１）の製造方法であって、
　前記近接電極（３）と、前記近接電極をそれぞれの周辺エッジ（３ａ）で一緒に接続す
る前記樹脂（７）とが載せられている前記基板（２）上で実行される、少なくとも１回の
ドライエッチング・ステップを備え、
　前記ドライエッチングは、各近接電極に関して化学的に不活性であり、前記近接電極か
ら前記樹脂によって覆われていない材料の一部分を抽出し、前記エッジの上に載る前記樹
脂の隣接部分（７ａ）への跳ね返りによって前記材料の一部分に注入するプラズマの機械
的作用を使用して実行され、その結果、このように注入された各補助電極（８）は、この
各補助電極の生成源である前記近接電極を、好ましくは、この近接電極の周囲全体にわた
って傾斜方向に延長することを特徴とする、製造方法。
【請求項１０】
　アルゴンプラズマのような周期律表の最後の列から選択された少なくとも１つの元素の
プラズマが、前記ドライエッチング・ステップのため使用されることを特徴とする、請求
項９に記載の製造方法。
【請求項１１】
　好ましくは、チタン、モリブデン、タングステン、クロム、ニッケル、銅、及び、金か
らなる群より選択された単一の化学元素からなる金属材料が各近接電極（３）に対して使
用され、このように注入された各補助電極（８）が前記プラズマの機械的作用後の同じ材
料からなるようにされていることを特徴とする、請求項９又は１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
　インジウム・スズ酸化物のような透明導電性酸化物と、Ｍがチタン、モリブデン、又は
、タングステンのような金属であるとして化学式ＭｘＯｙを有する導電性金属酸化物と、
Ｍ’がチタンのような金属であるとして化学式Ｍ’ｘＮｙを有する導電性金属窒化物とか
らなる群より選択された化学化合物からなる金属材料が、各近接電極（３）のため使用さ
れ、
　前記プラズマの機械的作用の後に、未だ不完全な各補助電極は、近接電極が酸化物から
作られている場合にはＯ２プラズマ、そして、近接電極が金属窒化物から作られている場
合にはＮ２／ＮＨ３プラズマのような仕上げ用プラズマに晒されるので、このように注入
された各補助電極はこの各補助電極の生成源である前記近接電極と同じ材料からなること
を特徴とする、請求項９又は１０に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネッセンス画面を有する単色又は多色電子表示装置とこの電
子表示装置の製造方法とに関する。本発明は、より具体的には、有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）が上に載せられているアクティブ・マトリクス・マイクロスクリーン又はマイク
ロディスプレイに適用される。
【背景技術】
【０００２】
　既知の方法では、エレクトロルミネッセンス表示装置は、各画素が典型的に複数の別々
に着色された（一般にＲＧＢ：赤、緑及び青）サブ画素で構成されている画素のマトリク
スから形成された放出領域と、この放出領域に隣接して位置するように配置されている電
気的接続領域とを備える。このようなマイクロディスプレイ又はマイクロスクリーン装置
、すなわち、５０μｍ未満の辺長の画素を有する装置の製造は、この目標とされる小型画
素サイズに起因して、より具体的には、一方が発光に対して透明性又は半透明性であり、
他方がほぼ反射性であるアノード及びカソードとしての役割を果たす、内部及び外部の２
つの電極の中間にある有機膜を備える発光多層構造体を画素毎に使用するＯＬＥＤテクノ
ロジーの使用に起因して、多くの技術的問題を生じる。このようなＯＬＥＤマイクロディ
スプレイの説明について、たとえば、本願出願人名義の特許文献１が挙げられる。
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【０００３】
　実際に、小さい分子に基づくＯＬＥＤは、従来の超小型電子技術を用いてマイクロ構造
化できないので、赤、緑、及び、青でそれぞれに放出する３つの別個の放出構造体を全く
同一の内部ベース電極に空間的に堆積させ、各画素の３つのサブ画素を形成することがで
きない。小型画素サイズは、白色発光体が真空蒸着され、その後、光学的にフィルタ処理
され、サブ画素がそれぞれ堆積されている内部ベース電極によってサブ画素が互いに区別
されることを必要とする。
【０００４】
　これらのベース電極は、一般に、基板を覆う電気絶縁性樹脂によって互いに分離され、
非常に頻繁に、各ベース電極に対応する最後のメタライゼーションレベルがエッチングさ
れるステップの後、このようにして覆われた基板のトポロジーを柔軟化すると共に、各サ
ブ画素の開口部がサブ画素のベース電極の周囲を部分的に覆う樹脂と相対的に画定される
ことを可能にする、リソグラフィーステップが実行される。
【０００５】
　このリソグラフィーステップは、ＯＬＥＤ層が非常に薄く、その結果、スロープの破損
に非常に敏感に反応するので、不可欠であることがわかる（上述の真空蒸着はコンフォー
マル堆積法ではないので、なお一層不可欠である）。
【０００６】
　しかし、このリソグラフィーの１つの主要な欠点は、（樹脂によるベース電極の被覆が
減少するのにつれて増大する）各サブ画素のアパーチャが、このベース電極のエッチング
されていない金属表面に書き込まれなければならないことである。この結果は、ダイオー
ドの実効面積、したがって、（ディスプレイの総面積に対する実際の放出面積の比率とし
て定義される）表示装置の口径比は比例的に減少することになる。
【０００７】
　したがって、現時点では、画素又はサブ画素の所定の輝度（ｃｄ／ｍ２で表現される）
に対し、口径比が大きいほど、画素又はサブ画素を流れる電流密度が低くなり、したがっ
て、ディスプレイの寿命が長くなるので、多色（すなわち、これらのサブ画素によって定
義される）又は単色（すなわち、サブ画素が存在しない画素によってのみ定義される）を
問わず、ＯＬＥＤテクノロジーを使用して、ディスプレイの口径比をできる限り増大する
ことが望ましい。この口径比の最大化は、一方で、マイクロディスプレイの上記小型画素
サイズのため、他方で、放出された光束の無視できない部分を吸収するカラーフィルタの
使用のため、特にマイクロディスプレイに対して望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２０６５９４９（Ａ２）号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の１つの目的は、エレクトロルミネッセンス放出面と、この放出面の内部に向か
って、基板に対して一方が近接し、他方が近接していない２つの電極の中間にあり、かつ
、２つの電極と電気的に接触している有機発光構造体で各画素が構成されている画素のマ
トリクスで覆われている基板とを備え、電気絶縁性樹脂が画素のそれぞれの近接電極間で
基板を覆い、さらに各近接電極の周辺エッジへさらに延在している、上記の要求を満たし
上記の欠点を軽減する、単色又は多色電子表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的のため、本発明による装置は、各画素が、各画素の放出面積を最大化し、各画
素の近接電極と非近接電極との間に形成された光学的空洞の厚さを変化させるように、光
に対し透明性又は半透明性であり、近接電極と同一又は実質的に同一である仕事関数を有
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する金属材料に基づき、そして、樹脂の表面に傾斜し、上記エッジと向かい合って、近接
電極から非近接電極の方へ向かって延在する、少なくとも１つの補助電極を組み込むよう
にされている。
【００１１】
　有利な点として、本装置は多色装置でもよく、各画素は、この場合には、サブ画素と関
連付けられている上記近接電極と上記非近接電極との中間にある上記発光構造体によって
形成されている別々に着色されたサブ画素で構成され、各画素の少なくとも１つのサブ画
素は、この場合には、上記少なくとも１つの補助電極を組み込んでいる。
【００１２】
　「近接電極」という表現は、本明細書中では、単色装置の場合には各画素と関連付けら
れ、多色装置の場合にはサブ画素と関連付けられているベース電極（すなわち、内部電極
又は最後のメタライゼーションレベル）を意味することが理解されるであろう。「非近接
電極」という表現は、有機発光構造体を覆うトップ電極（すなわち、外部電極）を意味す
ることが理解されるであろう。
【００１３】
　なお、画素又はサブ画素のベース電極から外側へ向かって（すなわち、非近接電極へ向
かって）傾斜形式で延在し、ベース電極を延長する本発明による各補助電極は、この補助
電極の平面的な電気伝導が補助電極の上に載る発光構造体の有機層の横方向伝導より大き
いので、この画素又はサブ画素の放出面積が樹脂のみによってアパーチャが画定されてい
る既知の画素又はサブ画素より増加されることを可能にすることを指摘する。たとえば、
数十分の１ミクロンから数ミクロンまで変動しうる各補助電極の周囲幅は、よって、樹脂
によって覆われていない近接電極の領域によって画定された画素又はサブ画素の中央部分
に加えて、中央部分に匹敵する発光周辺エッジを対応する画素又はサブ画素に設ける。こ
れは、表示装置のすべての画素の実際の発光面積の増加をもたらし、したがって、上記の
既知の装置の口径比より本装置の口径比を実質的に高くし、結局、所定の輝度に対する電
流密度を最小化し、したがって、本発明による装置の耐用期間を延長する。
【００１４】
　さらに、各補助電極は、近接電極と同一又は実質的に同一の仕事関数を有する金属に基
づいているので、この補助電極は、覆われていない近接電極に対応する主ダイオードと並
列に動作し、この主ダイオードと実質的に異なるインピーダンスをもつことになる補助ダ
イオードを形成しないということを指摘する。実際に、画素又はサブ画素毎に並列に発生
するこのようなインピーダンス差は、主にインピーダンスの低い方のダイオードの中に電
流の流れを生じさせ、主ダイオードのみ、又は、補助ダイオードのみが実際に発光する（
すなわち、画素又はサブ画素の周辺エッジ又は中央部分のいずれかは除外されることにな
る）という望ましくない結果を伴う。
【００１５】
　好ましくは、各補助電極は、１ｎｍから１０ｎｍの厚さを有し、対応する電極の材料と
同一である金属材料で作られている。
【００１６】
　さらに好ましくは、近接電極及び補助電極の金属材料は、好ましくは、チタン、モリブ
デン、タングステン、クロム、ニッケル、銅、及び、金からなる群より選択された単一の
化学元素からなる。
【００１７】
　代案として、近接電極及び補助電極のこの金属材料は、インジウム・スズ酸化物のよう
な透明導電性酸化物と、Ｍがチタン、モリブデン、又は、タングステンのような金属であ
るとして化学式ＭｘＯｙを有する導電性金属酸化物と、Ｍ’がチタンのような金属である
として化学式Ｍ’ｘＮｙを有する導電性金属窒化物とからなる群より選択された化学化合
物からなることがある。
【００１８】
　さらに、樹脂の表面に形成された各補助電極は、（特に可視範囲において）透明又は半
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透明であることによって、近接及び非近接の２つの電極によって形成された対応する画素
又はサブ画素の光学的空洞の厚さが、下にある樹脂の局部的なトポロジーによって変化さ
せられることが明確であるので、空間的に変化させられることを可能にすることを指摘す
る。この光学的空洞の厚さの空間変動の結果は、後述されるように光学的空洞のスペクト
ル応答の有利な変動である。
【００１９】
　なお、各補助電極は、透明又は半透明であり、さらに、樹脂の緩やかに傾斜する外形に
正確に適合するので、特に、フィルタ処理された広域スペクトル白色発光構造体に対して
この光学的空洞の動作を変更しないという利点があることを指摘する。
【００２０】
　本発明の別の特徴によれば、（単色装置の場合に）各画素、又は、（多色装置の場合に
）各画素の上記少なくとも１つのサブ画素において、補助電極は、樹脂によって覆われた
上記エッジの周囲全体と向かい合い、このエッジから測定された高さが単調に増加する連
続的な周辺傾斜の形で、斜めに延在することがある。
【００２１】
　各補助電極のこの単調増加する（すなわち、非近接電極のみに向かう）変動は、サブ画
素の波長が次に増幅されることを可能にし、装置のすべての画素によって放出された光ス
ペクトルが広域化されることを可能にする。
【００２２】
　有利な点として、各画素のサブ画素の１つずつは、この場合、好ましくは、樹脂によっ
て覆われた上記周辺エッジの周囲全体と向かい合って延在する上記補助電極を組み込むこ
とがある。さらに、上記発光構造体及び上記非近接電極は、各補助電極の傾斜した外形に
沿っている。
【００２３】
　本発明の別の特徴によれば、本発明による本装置は、発光構造体が有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）を形成し、画素が５０μｍ未満の辺長を有し、各サブ画素に（たとえば、画
面に接合された、ガラス又はプラスチック製の透明保護カバーの内面に固定されている）
光学的カラーフィルタが載せられている、アクティブマトリクス基板を有するマイクロデ
ィスプレイを形成する。
【００２４】
　本発明によれば、これまでに記載されているような表示装置を製造する方法は、上記近
接電極と、近接電極をそれぞれの周辺エッジで一緒に接続する樹脂とが載せられている基
板上で実行される少なくとも１回のドライエッチング・ステップを備え、このドライエッ
チングは、各近接電極に関して化学的に不活性であり、近接電極から樹脂によって覆われ
ていない材料の一部分を抽出し、このエッジの上に載るこの樹脂の隣接部分への跳ね返り
によってこの材料の一部分に注入するプラズマの機械的作用を使用して実行され、その結
果、このように注入された各補助電極は、この各補助電極の生成源である近接電極を、好
ましくは、この近接電極の周囲全体にわたって傾斜方向に延長する。
【００２５】
　有利な点として、周期律表の最後の列から選択された少なくとも１つの元素のプラズマ
、たとえば、アルゴンプラズマは、このドライエッチング・ステップのため使用される。
【００２６】
　好ましくは、チタン、モリブデン、タングステン、クロム、ニッケル、銅、及び、金か
らなる群より選択された単一の化学元素からなる金属材料が、好ましくは、近接電極毎に
、このように注入された各補助電極（８）がこのプラズマの機械的作用後の同じ材料から
なるように使用される。
【００２７】
　代案として、これまでに記載されているような化学化合物からなる金属材料が近接電極
毎に使用されることがあり、このプラズマの機械的作用の後に、未だ不完全な各補助電極
は、近接電極が酸化物又は金属窒化物から作られている場合に、それぞれＯ２プラズマ又
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はＮ２／ＮＨ３プラズマのような仕上げ用プラズマに晒されるので、このように注入され
た各補助電極は、この各補助電極の生成源である近接電極と同じ材料からなる。
【００２８】
　本発明の他の利点、特徴及び細部は、以下の説明と、単なる例示として与えられた参照
される添付図面とから明白になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】製造中に、２つの隣接サブ画素のそれぞれのベース電極を部分的に覆う絶縁性樹
脂を示す本発明によるマイクロディスプレイの部分断面略図である。
【図２】発光構造体、外部電極、及び、マイクロディスプレイを覆う層の堆積が後に続く
、ベース電極から生じる補助電極の樹脂に組み込まれた図１のフレーム化された領域を拡
大された尺度で示す部分断面略図である。
【図３】サブ画素が図２による補助電極を組み込むが、本発明による材料で作られていな
いマイクロディスプレイの外部放出表面を示す写真である。
【図４】本発明によるダイオードと、補助電極を欠いている「対照」ダイオードとによっ
て、可視範囲内で放出された光の波長（ｎｍ単位）に応じて発光スペクトル（任意単位）
を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１及び２を参照して記載された以下の本発明の説明は多色マイクロディスプレイに関
係するが、サブ画素が画素と置き換えられるという条件で、単色マイクロディスプレイに
同様に当てはめられることに留意されたい。
【００３１】
　図１及び２に要約された製造中の本発明による多色マイクロディスプレイ１はＯＬＥＤ
マイクロディスプレイであり、たとえば、シリコンで作られ、画素のアクティブマトリク
ス、２つの隣接サブ画素、又は、画素毎にカラードットのＲ及びＢが図１において近接ベ
ース電極３、すなわち、基板２に対し接近しているベース電極によって特定されているカ
ラードットで覆われている基板２を備え、このベース電極は透明又は半透明であるように
選択され、たとえば、アノードの役割を果たす。各画素のサブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂの組を画定
するこのベース電極３のアレイは、既知の方法で、各画素をアドレス指定するために役立
ち、たとえば、画素毎に２つのトランジスタ及びコンデンサ、又は、より複雑な回路を備
えることがある基板２の集積回路構造体の上に置かれる。
【００３２】
　マイクロディスプレイ１の画素のマトリクスは、各ベース電極３と、たとえば、カソー
ドを形成し、基板２に対して接近せず、中間にある単層又は多層有機発光構造体５（この
構造体５は図２において認められる）と接触している外部電極４との間に電位差を確立す
る電気接続領域（図示せず）に接続されている。電極３と４との間にあるこの有機膜は、
これらの電極３及び４から生じ、励起子を発生するため、したがって、発光するため再結
合する電子及び正孔を転送するように設計されている。図２の実施例では、発光に対して
透明である誘電体被覆層６は、この層が外部電極４に堆積させられているならば、さらに
認められることがある。
【００３３】
　発光構造体５がベース電極３に堆積される前に、電気絶縁性樹脂７が、同様に既知の方
法で、堆積した樹脂７がすべての電極３を一緒に接続するように基板２に堆積させられ（
この樹脂７はダイオードを生産するため使用される有機材料に適合するように選択される
）、部分的にベース電極のそれぞれの周辺エッジ３ａを覆う。
【００３４】
　本発明によれば、ドライエッチング・ステップが、その後に、これらの電極３の金属材
料に対して化学的に不活性であるように選択されたプラズマの機械的作用によって、ベー
ス電極３のすべてと樹脂７とをエッチングするため使用され、各電極３からこの材料のう
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ち樹脂７によって覆われていない（すなわち、「開放した」）部分を抽出し、この樹脂７
に直接的に隣接する周辺部分７ａへの跳ね返りによってこの部分に注入するようにされる
（樹脂は各電極３の周辺エッジ３ａの上に載る）。図２においてわかるように、ある期間
のドライエッチングの後、補助電極８が取得され、この電極は、樹脂７の周辺部分７ａの
表面に形成され、電極３の周囲全体にわたって補助電極の生成源であるベース電極３を高
さＨの増加と共に斜め方向に延長する（すなわち、ベース電極の周辺エッジ３ａと向かい
合う）。
【００３５】
　この補助電極８の注入深さ又は厚さは、エッチングに費やされた時間に応じることが明
らかであり、たとえば、１ｎｍから５ｎｍである。電極８の（電極３から測定された）幅
に関して、この幅は、特に、使用されたエッチング電力に依存し、図２の略図に対して多
少変化することがある。
【００３６】
　この各電極３のドライエッチングは、このように、（この電極３と同等に）導電性であ
る薄型透明又は半透明電極８を作成し、各サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂの面積が平面的な電気伝導
のため増大され、したがって、このような補助電極８を欠いている類似した既知のマイク
ロディスプレイと比較して、マイクロディスプレイ１の全体的な口径比を増大させ、それ
によって、所定の輝度に対し、必要な電流密度は削減され、その結果、マイクロディスプ
レイ１の耐用期間が延長される。
【００３７】
　これまでに説明されているように、チタン、モリブデン、タングステン、クロム、ニッ
ケル、銅、又は、金のような単一の化学元素が各ベース電極３の金属材料として好ましい
ので、プラズマの機械的作用によって樹脂７にエッチングされた補助電極８は、補助電極
の生成源であるベース電極３と厳密に同じ材料からなる。
【００３８】
　複合金属材料（すなわち、二元又は三元化合物、たとえば、インジウム・スズ酸化物、
Ｍがチタン、モリブデン、又は、タングステンのような金属であるとして金属酸化物Ｍｘ

Ｏｙ、又は、Ｍ’がチタンのような金属であるとして金属窒化物Ｍ’ｘＮｙ）が各ベース
電極３に対して選択される場合、樹脂７の表面７ａに物理的に注入された材料は、この材
料が金属酸化物であるならば、注入された金属原子を酸化するＯ２仕上げ用プラズマを使
用して処理され、金属窒化物が考慮されるならば、Ｎ２／ＮＨ３仕上げ用プラズマを使用
して処理されるので、最終的に注入された各補助電極８は、補助電極の生成源である電極
３と同じ材料からなる。
【００３９】
　物理的なドライエッチングは、このような複合材料電極３の内部の化学結合を破壊する
ので、不揮発性単一化学元素のみが実際に樹脂７に注入される（実際には、状況に応じて
酸素又は窒素がガス形式で残るので、ドライエッチングのため使用される設備のポンプに
よって取り除かれる）。このような注入された単一の元素はこの酸化物又は窒化物複合材
料と同じ仕事関数をもつ可能性は非常に低いので、この仕上げ用プラズマを用いない場合
、異なるインピーダンスを有する２つのダイオードが並列に形成されることになり（一方
が各電極３の「開いた」部分にあり、他方がこの「開いた」部分を取り囲む補助電極８に
ある）、その結果、電流は殆どすべてがインピーダンスの低い方のダイオードを流れるの
で、中央の「開いた」部分のみ、又は、各サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂの覆われた周辺部分のみが
実際に放出性であることになり、当然ながら、回避することが望ましいことである。
【００４０】
　図３の写真は、Ｔｉで作られた各補助電極８からの各サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂのちょうどこ
のような周辺発光を示し（黒っぽい各正方形を取り囲む明るい境界線を参照のこと）、こ
の補助電極は、ＴｉＮで作られたベース電極３から「ＴＥＬＲ　Ｐ００３　ＰＭ」と称さ
れるアルゴンプラズマによって注入され、電極３の「開いた」部分より低いインピーダン
スを有するダイオードを並列に生成する。この「開いた」部分をこの部分の境界と同等に



(9) JP 2011-134706 A 2011.7.7

10

20

30

放出性にするためには、上記Ｎ２／ＮＨ３仕上げ用プラズマを使用してこのドライエッチ
ングを終了すれば十分であることに留意されたい。指摘のため、図３の実施例を参照する
と、サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂのこの「開いた」部分を画定する黒っぽい各正方形は、面積２．
５μｍ×２．５μｍ、すなわち、６．２５μｍ２を有し、各電極８の放出性周辺部分は、
本実施例では、本発明の電極８によって、幅０．１５μｍを有するので、各サブ画素の面
積の増加量０．１５×２．５×４＝１．５μｍ２、すなわち、約２０％というサブ画素毎
の面積増加が得られた。
【００４１】
　本発明による透明又は半透明補助電極８の別の利点は図４に示され、同図は、電極８を
用いて得られた光学的空洞の厚さの変動が、本発明によるこのＯＬＥＤダイオードの場合
に、ベース電極３と外部電極４との間で、青、緑、そして、赤で放出された波長が逐次増
幅されることを可能とし、このダイオードの全発光スペクトルをさらに広げる。
【００４２】
　実際に、図４のグラフにおいてわかるように、同様に上記アルゴンプラズマを用いるド
ライエッチングによって電極３の周囲に注入された電極８は、「対照」曲線（相互接続さ
れた円形の点）と比較して、「発明」曲線（相互接続された正方形の点）上で、
－明らかに高い光度を有するピークを深青色（４５０ｎｍに向かって）に与え、同時に、
－６５０ｎｍに向かって、ダイオードの全スペクトルの広がりを与える（このスペクトル
はベース電極３の「開いた」部分及び覆われた部分と関連付けられた２つのスペクトルの
合計に対応して図示されている）。
【００４３】
　さらに、補助電極８を欠いているこの「対照」ダイオードの色座標と、上記ドライエッ
チングによって補助電極８を組み込んでいる本発明によるこのダイオードの色座標とは、
光学的カラーフィルタが使用された後に測定された。「対照」ダイオード及び本発明によ
るダイオードの２つのダイオードのそれぞれに対して、赤フィルタ、緑フィルタ、及び、
青フィルタが取り付けられた後、色三角形の形式で３つのｙ＝ｆ（ｘ）「ＣＩＥ　１９３
１」色度図が定められ、赤及び青がより濃いことがわかり、これらのカラーフィルタを使
用した後、本発明によるダイオードに対して、補助電極８によって取得された色三角形が
より拡大されていることがわかった。
【符号の説明】
【００４４】
１　　　多色マイクロディスプレイ
２　　　基板
３　　　ベース電極
４　　　外部電極
５　　　有機発光構造体
６　　　誘電体被覆層
７　　　電気絶縁性樹脂
８　　　補助電極
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摘要(译)

具有电致发光屏幕的电子显示设备及其制造方法。 器件（1）是由在两
个电极中间的有机发光结构（5）组成的像素矩阵，一个电极（3）靠近
基板，而另一个电极（4）不靠近基板。 在覆盖基板2的情况下，电绝缘
树脂7覆盖像素的相邻电极之间的基板，并且延伸到每个相邻电极的周缘
3a。 每个像素对于光是透明的或半透明的，以便最大化每个像素的发射
面积并改变在每个像素的邻近电极和非邻近电极之间形成的光学腔的厚
度。 基于一种具有与接近电极相同或基本相同的功函数的金属材料，该
材料倾斜于树脂表面，并从接近电极向面向边缘的非接近电极延伸，至
少一个 并入辅助电极8。 通过干蚀刻反弹产生的接近电极材料，将辅助
电极注入到树脂中。 [选择图]图2
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